
高速伝送に貢献する基板技術

キャビティ基板

キャビティ構造により放熱経路を短縮し、熱抵抗を低減。

キャビティ構造によりワイヤボンド長を短縮し、
光学モジュールの伝送ロスを低減。
・キャビティ端面－ワイヤボンディングパッド間：50μm以下

要求仕様 AT&S 製造能力

最小キャビティサイズ 1 x 1 mm

最大キャビティサイズ 80% of card size

Thank you for visiting the 
AT&S booth. Visit ats.net 

for more information.

銅フィルドコア技術

Z-Interconnect基板

コア内のスルーホールを銅フィルドし、伝送ロスを低減。
- 要求仕様に応じ、レーザーおよび機械ドリル双方に対応。
- 銅フィルドにより放熱能力の向上にも寄与。
- 大電流を扱うアプリケーションにも適用可能。

要求仕様 レーザースルーホール（LTH) メカニカルスルーホール（MTH)

ビア/ドリル径 ≥ 70  µm ≥ 100 µm

コア厚み ≤ 200 µm ≤ 650 µm

構造

PIC

PIC

異なる機能の基板を集約し、高速伝送に適した高多層基板を実現。
- アンテナ基板、信号基板、電源基板の集約化が可能。
- 異なる基材（低Dk/Df＋汎用FR4）を組み合わせたハイブリッド化が可能。
- 焼結技術を用いた基板同士の接合。


